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1 Цель работы 

 

Приобрести практические навыки исследования работы 

полупроводникового диода. Исследовать прямую и обратную ветви 

вольтамперной характеристики полупроводникового диода. 

 

2 Содержание работы 

 

1. Собрать схему исследования прямой ветви вольтамперной 

характеристики полупроводникового диода. Записать показания приборов 

при изменении напряжения источника питания. 

2. Построить прямую ветвь вольтамперной характеристики 

полупроводникового диода и рассчитать параметры при прямом 

включении. 

3. Собрать схему исследования обратной ветви вольтамперной 

характеристики полупроводникового диода. Записать показания приборов 

при изменении напряжения источника питания. 

4. Построить обратную ветвь вольтамперной характеристики 

полупроводникового диода и рассчитать параметры при обратном 

включении. 

5. Сделать вывод. 

 

3 Оборудование 

 

Лабораторный стенд ЛЭС-5, амперметр Э539, лабораторный 

источник питания постоянного тока Б5-44, соединительные провода, 

мультиметр M890G. 
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4 Порядок выполнения работы 

 

4.1 Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики 

полупроводникового диода 

 

Соберите схему исследования прямой ветви вольтамперной 

характеристики, присоединив источник питания постоянного тока к 

полупроводниковому диоду соблюдая полярность (плюс источника 

соединяют с анодом диода, минус источника – с катодом диода). Схема 

исследования приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема исследования прямой ветви вольтамперной 

характеристики полупроводникового диода 

 

На источнике питания выставьте величину задаваемого напряжения. 

Включив источник питания, проведите измерение прямого тока и прямого 

напряжения. Результаты измерения занесите в таблицу по форме таблицы 1. 

Для получения остальных точек зависимости выставляйте указанные 

преподавателем значения напряжения и заносите результаты измерений в 

таблицу 1. По окончании измерений выключите приборы и разберите схему. 
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Таблица 1 – Прямая ветвь вольтамперной характеристики 

полупроводникового диода 

Е, В Uпр, B Iпр, A Rст, Ом 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Статическое сопротивление диода в прямом направлении 𝑅СТ, Ом 

 

𝑅СТ = 𝑈ПР/𝐼ПР ,     (1) 

 

где 𝑈ПР – падение напряжения на диоде при прямом включении, В; 

      𝐼ПР – сила тока в цепи диод при прямом включении, А. 

 

По данным таблицы 1 строится прямая ветвь вольтамперной 

характеристики диода, примерный вид которой представлен на рисунке 2. 

Там же построена зависимость статического сопротивления диода от 

падения напряжения на диоде 𝑅СТ = 𝑓(𝑈ПР). 

Динамическое сопротивление диода 𝑅Д, Ом численно равно  

 

𝑅Д = 𝑡𝑔𝛽 ,      (2) 

 

где 𝛽 – угол наклона вольтамперной характеристики, градус. 
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Рисунок 2 – Прямая ветвь вольтамперной характеристики диода 

 

Коэффициент выпрямления диода 𝐾𝑑 

 

𝐾𝑑 = 1/𝑅СТ      (3) 

 

4.2 Исследование обратной ветви вольтамперной характеристики 

полупроводникового диода 

 

Соберите схему исследования обратной ветви вольтамперной 

характеристики, присоединив источник питания постоянного тока к 

полупроводниковому диоду соблюдая полярность (плюс источника 

соединяют с катодом диода, минус источника – с анодом диода). Схема 

исследования приведена на рисунке 3. 

На источнике питания выставьте величину задаваемого напряжения. 

Включив источник питания, проведите измерение обратного напряжения и 

напряжения на резисторе R5. Результаты измерения занесите в таблицу по 



8 

форме таблицы 2. По окончании измерений выключите приборы и 

разберите схему. 

 

Рисунок 3 – Схема исследования прямой ветви вольтамперной 

характеристики полупроводникового диода 

 

Таблица 2 – Обратная ветвь вольтамперной характеристики 

полупроводникового диода 

Е, В U1, В Uобр, B Iобр, mA Rст, Ом 
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Обратный ток через диод 𝐼ОБР, А 

 

𝐼ОБР = |
𝑈1

𝑅5
−

𝑈ОБР

𝑅1
| ,    (4) 

 

где 𝑈1 – падение напряжения на добавочном резисторе, В; 

      𝑅5, 𝑅1 – резисторы схемы, Ом. 𝑅5 = 35 Ом, 𝑅1 = 100 Ом; 

     𝑈ОБР – падение напряжение на диоде, В. 

 

Статическое сопротивление диода в обратном направлении 𝑅СТ, Ом 

 

𝑅СТ = 𝑈ОБР/𝐼ОБР ,     (5) 

 

По данным таблицы 2 строится обратная ветвь вольтамперной 

характеристики диода, причем за начало координат принимается правый 

верхний угол, учитывая то, что данная ветвь располагается в третьем 

квадранте. Примерный вид обратной ветви представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Обратная ветвь вольтамперной характеристики диода 
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5 Контрольные вопросы 

 

1. Что называется полупроводниковым диодом? 

2. Из каких материалов изготавливаются полупроводниковые 

приборы? 

3. Что такое собственная и примесная проводимость? Какие 

примеси называют донорными и акцепторными? 

4. Как образуется электронно-дырочный переход? Что называется 

потенциальным барьером p-n перехода? 

5. Почему обратный ток через p-n переход намного меньше 

прямого? 

6. В каких устройствах (применительно к специальности) 

используются полупроводниковые диоды? 

7. Перечислите основные параметры выпрямительных диодов 

8. Что такое прямое и обратное включение диода? 

9. Что такое лавинный и тепловой пробой и чем они опасны для 

диода?  

10. Что такое обеднённый слой и за счёт чего он образуется? 

11. Какая ветвь ВАХ стабилитрона является рабочей? Для каких 

целей применяют стабилитроны? 

12. Что такое дрейфовый ток? Диффузионный? 

13. Что такое коэффициент выпрямления и как он зависит от 

приложенного напряжения? 

14. В чем особенность диодов Шоттки, их достоинства и область 

применения. 

15. Каким образом осуществляется процесс легирования? 

16. Какое влияние на режимы работы диода оказывает 

температура? 

17. Как маркируются и обозначаются на схемах 

полупроводниковые диоды?  
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Бланк лабораторной работы 

 

Исследование работы полупроводникового диода 

 
А.1 Цель работы: ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

А.2 Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики 

диода 

 
Рисунок А.1 – Схема исследования прямой ветви ВАХ диода 

 

Таблица А.1 – Прямая ветвь ВАХ диода 

 

Е, В Uпр, B Iпр, A Rст, Ом 
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Iпр, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       Uпр, B 

 

Рисунок А.2 – Прямая ветвь вольтамперной характеристики диода  

 

А.3 Расчет параметров диода при прямом включении 

 

Статическое сопротивление диода 

 

                                                  Rст = Uпр / Iпр                                            (А.1) 

 

 

 

Динамическое сопротивление диода 

 

                                                  Rд = ΔUпр / ΔIпр                                         (А.2) 

 

где ΔUпр, ΔIпр – приращения напряжения и тока, определяемые по    

рисунку А.2 

 

 

 

Коэффициент выпрямления диода 

 

                               Квыпр = 1 / Rст                                            (А.3) 

 

где Rст – статическое сопротивление диода в прямом направлении, Ом. 
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А.4 Исследование обратной ветви вольтамперной 

характеристики диода 

 

 
 

Рисунок А.3 – Схема исследования обратной ветви ВАХ диода 

 

Таблица А.2 – Обратная ветвь ВАХ диода 

 

Е, В U1, В Uобр, B Iобр, mA Rст, Ом 
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Uобр,B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      Iобр, A 

 

Рисунок А.4 – Обратная ветвь вольтамперной характеристики диода  

 

А.5 Расчет параметров диода при обратном включении 

 

Статическое сопротивление диода 

 

                            Rст = Uобр / Iобр                                          (А.4) 

 

 

 

А.6 Вывод 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 
 


